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Hinweis: Spannungsverstarkung und
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a) Emitterschaltung 1) Alle Feldeffekttransistoren
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c) Drain-Schaltung
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d) Gate-Schaltung
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2) Sperrschicht-Feldeffekttransistoren,
selbstleitende
Isolierschicht-Feldeffekttransistoren
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a) Ohne Kanallingenmodulation
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b) Mit Kanallingenmodulation

Drainstrom:
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c) Selbstsperrende
Isolierschicht-Feldeffekttransistoren:
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Operationsverstarker

e-Funktionsgenerator:
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Logarithmierer:
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Instrumentationsverstarker:
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Kondensator
Ladevorgang eines Kondensators:
Halbwertszeit:
t=1In(2)- -7
Gesamtladezeit:
t=5-71
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